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o3At k2|1 (Central Processing Unit)
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01 CPU: Intel vs. AMD
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e General-purpose computing on graphics processing units.
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발표자
프레젠테이션 노트
이런 일이 벌어지게 된 것은 별 게 아니라 임의 접근 읽기 쓰기 메모리를 개발한 당시엔 RWM을 이미 SAM의 세분화된 메모리 방식을 일컫는 용어로 선점했었기 때문에 용어의 혼란을 막고자 RAM이라고 부른 것이다. 굳이 매우 정확하게 표현하자면 현재 주로 쓰는 RAM은 Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Read-Write Memory가 될 것이다. 줄이면 DDR SD RARWM.
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o 02 DRAM (Dynamic RAM)
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발표자
프레젠테이션 노트
정보를 구성하는 개개의 비트를 각기 분리된 축전기(Capacitor)에 저장하는 기억 장치이다. 각각의 축전기가 담고 있는 전자의 수에 따라 비트의 1과 0을 나타내지만 결국 축전기가 전자를 누전하므로 기억된 정보를 잃게 된다. 이를 방지하기 위해 기억 장치의 내용을 일정 시간마다 재생시켜야 되는 것을 일컬어 ‘동적(Dynamic)’이란 명칭이 주어졌다. 정보를 유지하려면 지속적인 전기 공급이 필요하기 때문에 DRAM은 휘발성 기억 장치(Volatile Memory)에 속한다.


a 02 SRAM (Static RAM)
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발표자
프레젠테이션 노트
주기적으로 내용을 갱신해 주어야 하는 디램(DRAM, 동적 램)과는 달리 기억 장치에 전원이 공급되는 한 그 내용이 계속 보존된다. SRAM은 임의 접근 기억 장치(램, random access memory)이므로 데이터의 쓰고 읽기가 이루어지는 주소와 관계없이 입출력에 걸리는 시간이 일정하다.

SRAM은 회로의 대칭 구조로 인해 DRAM보다 훨씬 빠른 입출력을 가능하게 한다. 또한, 메모리 주소에 접근할 때 상위 비트와 하위 비트 순서로 두 번 접근해야 하는 DRAM과 달리 SRAM은 한번에 접근할 수 있는 장점이 있다.


DDR SDRAM (Double data rate synchronous

dynamic random access memory)

» Bdo| E047t7Lt Ho|E7t LiE ml 7|&o] El= 2™ 41T 15| o

OfE{E 241 MASHEE Po M HEL

« DDREC} 24l W}-£ DDR2 4H{ & DDR3

72 IO2|mR| = et
DDR 2n 200~400 MT/s 25V
DDR2 4n 400~1066 MT/s 1.8V
DDR3 8n 800~2133 MT/s 1.5 VIE]

DDR4 8n 2133~4266 MT/s 12V

= | ok L

= = ]

g

Q = O ©0ls
= =

—_

Double Data Rate SDRAM



발표자
프레젠테이션 노트
클럭 신호(영어: clock signal)는 논리상태 H(high,논리 1)와 L(low,논리 0)이 주기적으로 나타나는 방형파 신호를 말한다.
많은 경우 전자공학의 디지털 회로에서 클럭 신호에 맞추어 신호의 처리를 하는 동기 처리를 위해 사용한다. 클럭은 순차회로의 플립플럽에서 반드시 필요하다. 여러개의 플럽플럽이 비동기 클럭으로 동작하더라도 클럭입력은 필요하다. 논리 회로가 커지면 여러개의 클럭이 필요하므로 동기와 비동기 섞여 설계되어 동작한다. FPGA와 같은 큰 회로에서는 클럭 신호가 별도로 지정하는 경우도 있다.[1] 별도의 클럭 입력이 결정되어 있고, 내부에서 클럭 네트워크를 통해 각 논리 모듈로 전용 신호선이 존재한다.
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발표자
프레젠테이션 노트
병목문제란?
병목(bottleneck) 현상은 전체 시스템의 성능이나 용량이 하나의 구성 요소로 인해 제한을 받는 현상을 말한다. "병목"이라는 용어는 "지니고 있는 것이 물"이라는 비유에서 가져온 것이다. 물이 병 밖으로 빠져나갈 때 흐르는 속도는 빠져나가는 관의 너비에 제한을 받는다는 식이다.


듀얼 채널 기술은 병목 문제를 해결하는 것이 그 목적이다. 프로세서의 속도가 빨라지면서 다른 부품들의 상대적으로 낮은 속도는 시스템 병목의 원인으로 지적되어 왔다. 싱글 채널 구조에서 메모리 속도보다 더 빠른 버스 속도를 가진 CPU는 병목 현상의 가능성이 크다. 듀얼 채널 설계는 CPU와 시스템 메모리 사이의 데이터 흐름을 관장하는 메모리 컨트롤러를 개선하여 병목을 제거하기 위해 개발되었다. 메모리 컨트롤러는 램의 종류와 속도뿐 아니라 각 메모리 모듈의 최대 크기와 전반적인 시스템 메모리의 최대 용량까지도 결정한다.
듀얼 채널 구성은 사용할 수 있는 메모리 대역의 양을 두 배로 함으로써 문제를 줄일 수 있다. 메모리 컨트롤러는 하나의 메모리 채널이 아닌, 두 번째의 병렬 채널로 구성되며 두 개의 채널이 동시에 동작함으로써 대역폭을 높인다. 메모리 기술의 변경 없이도, 듀얼 채널 구조는 기존의 램 기술을 활용하여 메모리 관리 방식을 개선한다. 인텔과 AMD 듀얼 채널 적용 방식은 다를 수 있지만, 기본적인 이론은 동일하다.
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